The EFFect of Preparation Conditions on the Properties of SnO_2/Si by 沈华 et al.
第 巧 卷 第 3期
19 9 5年 8月
固体电子学研究与进展 Vo l .5 1, N o . 3
R E S E A R C H & P R O G R E S S O F S S E M a y 1 9 9 5




沈领华 朱文章“ 王余姜 蔡玉霜
(厦门大学物理系
,
3 6 1 0 0 5 )
( ` 关 厦门集美航海学院
,
3 6 2 0 2 1 )
1 99 4一 1 0一0 5 收稿
,







掺 P d 等对 S
n O Z / Si 光电压的影响
,











沉积条件 s n o
Z
S/ i 化学气相沉积 光伏特性
中图分类号





T h e E f f e c t o f P r e P a r a t i o n C o n d i t i o n s o n t h e
P r o P e r t i e s o f S n 0 2 / 5 1
S h e n Q ih
u a Z h u W
e n z h a n g
关 关
W
a n g Y u ii a n g
( P 勺









3 6珍 0 5 )
C a i Y u s h u a n g
( “ J im
e i N
a v ig a t i o n I
n s t z t u t e , X ia m e n
,
3 6 1 0 2 1 )
A b s t r a c t : S o m e t i n o x id e f i lm s a r e d e p o s i t e d b y C V D m e t h o d o n s in g l e e r y s t a l
5 il ie o n s
.
T h e e f f e e t o f d if f e r e n t d e P o s i t i o n e o n d i t i o n s
, s u e h a s d i f f e r e n t s u b s t r a t e
t e m p e r a t u r e s
,
S n C 1
4 s o l u t io n s a n d P d d o p in g
, o n p h o t o v o l t a ie p r o p e r t i e s o f t h e
f i lm s a r e s t u d ie d
.
T h e b e s t p r e p a r a t io n e o n d i t io n s a r e o b t a i n e d
.
R e l a t iv e P a r a m e
-
t e r s 15 e a l e u l a t e d f r o m t h e P h o t o v o l t a i e s P e e t r a
.
K e y W
o r d s : D e e o s i t i o n C o n d i t i o n s
P h o t o v o l t a i c C h a r a c t e r
S n O
Z





























































固 体 电 子 学 研 究 与 进 展 1 5卷
稳定性
。


















































































































一 一 不丁行 LX )
刀
p ( 1 )
产生率 G ( x)
















式 (2 )中的 R
,






































































= I / ( I D
p

































△V ~ k T /口 In ( 1 + j / C ) ( 9 )
对
n 型硅衬底
C = q n
。
(k T / 2二犷 )








( k T / 2二m J ) “























G (X ) dX 一 、 ` (`
一
w f /̀ ,
j
, 、 ,一 9 5 △P (W
f )
( 1 3 )
























































气进行预赶气 1 5 m i
n 。
( 2 ) 赶气后
,
































: 1 , 3 : 2










溶液中掺进 P d CI
:
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( 1 ) 由图 2 可看 出










































































































( 3) 从表 1 可得出
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以从化学反应式 ( 1 5 )看出
。




















( 5 )从图 3 看出
,
当 S n C 1
4
溶液中掺进 P dC I
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这方面的进一步研究正进行中
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